<\$> BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon PNP Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-Output stages

Besondere Merkmale: Features:

® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage

® Sehr hohe Stromverstarkung ® Very high current transfer ratio

® Verlustleistung 62,5 W ® Power dissipation 62,5 W

® Glaspassivierung ® Glass passivation

® BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sind ® BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 are
komplementér zu complementary to
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 BD 643, BD 645, BD 647, BD 649

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Kollektor mit
Montageflache verbunden
Zubehér Collector connected
Accessaories with metallic surface
Isclierscheibe
Isolating washer Best. Nr. 564 542 Normgehiuse
Isolierbuch Case
solierbuchse 14 A3 DIN 41869
Isolating bush Best. Nr. 513 242 JEDEC TO 220
Gewicht - Weight
max. 1,5
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BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
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Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base volitage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

BD 644 BDG46 BDG4B BD G50

-Ucgp 45 60 80 100 V

-Ucgp 45 60 80 100 V

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 A
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -Ic 8 mA
Collector current
Kollektorspitzenstrom -Icm 12 mA
Collector peak current
Basisstrom -Ig 150 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
foase =25°C Piot 62,5 mw
Sperrschichttemperatur lj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55 ... +150 °C
Storage temperature range
f 7T 2231
Ptot
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BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehduse
Junction case

KenngroBen
Characteristics

lcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ugg= 45V BD 644
-Upggp= 60V BD 646
-Ugg= 80V BD 648
~Upg =100V BD 650
lcase = 100°C, ~Ugg =30V BD 644

~Ucg =40V BD 646

~Ucg =50V BD 648

-Ucg =60V BD 650
_UCE =25V BD 644
-Ucg =30V BD 646
~Ugg =40V BD 648
—UCE =50V BD 650

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
—UEB = 5 V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—Ic=100mA BD 644
BD 646
BD 648
BD 650
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
“Io=4A -Ig=16mA BD 644

-Ic=3A -Ig=12mA
BD 646, BD 648, BD 650

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
“'UCE =3 V, —IC =4 A
-IC =3A
BD 646, BD 648, BD 650
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BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Min. Typ. Max.

DurchlaBspannung der Schutzdiode
Forward voltage of the protection diode
-Ig=3A -Ug 1,2

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

~Ugp=3V,-Ip=4A BD 644  hpg 750
BD 646, BD 648, BD 650 heg 750

hsg-Grenzfrequenz
hye-cutt-off frequency

_UCE =3V, —IC =4 A BD 644 fhfe 100
-In=3A
BD 646, BD 648, BD 650 Shie 100
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
—UCB=3V,—IC=3A,f=1MHZ fT 7
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kHz

kHz

MHz



